4 2 RODZINY TECHNOLOGII

MOS BIPOLARNA

¢ Wzglednie prosta technologia ¢ dobre wiasnosci pod

nie wymagajaca ztozonych wzgledem szybkosci
Izolacji miedzy elementami przetgczania
l ¢ niski poziom szumu
ewolucj zastosowanie w uktadach
a analogowych

CMOS /
nie pobiera praktycznie p

mocy w stanie spoczyn k@nologia BiCMOS
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Definicja marginesow szumow
) okreslenie dopuszczalnego napigcia szumu na
wejsciu tak aby wyj§gie nie byto zaktocone
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Réznica miedzy min ampl.sygnatu
wyj bramki sterujgcej a min
napieciem wej bramki obcigzanej

Katedra Mikroelektroniki 1 Technik Informatycznych PL



/ VO a Rd&znica miedzy min ampl.sygnatu

wyj bramki sterujgcej a min V
VOH napieciem wej bramki obcigzanej
— I NM, NMy=Vq,-V,,
......................................................................................................................... : VIH
B I NM, NM =V, -V Vi
Voo

Out bramki 1 In bramki 2

Katedra Mikroelektroniki 1 Technik Informatycznych PL



-

—— VDD

Vio—+¢

Obcigzenie
Load - L

Ogolny schemat inwertera MOS
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Rodzaje cyfrowych uktadow scalonych

MOS

Uktady cyfrowe MOS

PMOS

NMOS

Z obcigzeniem
zubozanym

CMOS

BiCMOS

Z obcigzeniem
wzbogacanym

statyczne

dynamiczne
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Charakterystyka przejsciowa i prad

inwertera CMOS
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Ogoblny schemat bramki CMOS
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Schematy sieci sciggajgcych
w bramkach CMOS

Katedra Mikroelektroniki 1 Technik Informatycznych PL



Schematy sieci podciggajgcych
w bramkach CMOS
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Bramki CMOS: NAND i NOR
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Dobor szerokosci tranzystorow
w bramkach CMOS

A—q| 4pw
— A 2uw B 2w
B—q| 4w __#[jll __4[jli

— 2
C—q| 4Mw C-_%% Hw
] ! Y=AB+C

D—q| 4pw

t—— Y=A+B+C+D A‘{ 2w

A—{wB—{;v C—{w D—1| w B—| 2w

Katedra Mikroelektroniki 1 Technik Informatycznych PL



-

Opoznienia wnoszone przez inwerter
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Obliczanie czasow opoznien
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Tranzystor NMOS jako klucz
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Tranzystor PMOS jako klucz
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